ECUACION DE CONTINUIDAD

* Como la conductividad depende de la concentracion de
portadores

* Para un semiconductor necesitamos calcular la variacion de
concentracion de portadores de cargas (huecos o electrones)
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* Temporal mmp n(t) o p(t)
_ *Espacial mmmp n(x) o p(x)

e La variacion puede ser —

* Generacion

* Fendmenos que afectan la
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% = Generacion — Recombinacién + Corriente entrante — Corriente saliente

Variacion de la concentracion de electrones en un semiconductor tipo P por efecto
de Generacion, Recombinacion y Corriente
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Variacion de la concentracion de huecos en un semiconductor tipo N por efecto
de Generacidon, Recombinacidn y Corriente

APLICACION DE LA ECUACION

1- Supongo un semiconductor tipo N con:

dpn (x) - O

 Densidad espacial de portadores constante "

e Sin campo eléctrico aplicado E=0

e Se aplica un transitorio temporal de energia
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SOLUCION
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2 - Supongo una barra de semiconductor tipo N con:

* Densidad temporal de portadores constante ”

* Sin campo eléctrico aplicado E=0

» Seinyecta una concentracién p,,(0) huecos en x =0

y pn(o) < Npo = ND

— electrones

0 Wy X

e Como es la distribucidn espacial p,,(x) de los huecos en la barra “
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Solucién de la Ecuacion diferencial > p',,(x) = K;e r) + Ky,e\ '"P

e Comop',(x) no puede ser oo parax - o K, = 0

* Cuandox =0-p',(x) =p,(0) = K; =p',(0)
p,n(x) — p’n(o)e(_x/Lp)
D) = Pn(0) — prodel” /o) +pog

Concent.




* Ly =\Dp1p * L, - Longitud de Difusion de huecos

Longitud

de B

difusion

Distancia promedio que recorre un hueco
dentro de la barra semiconductora antes de
recombinarse con un electron

* La distribuciéon de los huecos que
ingresan en la barra
semiconductora tipo N tiene un
gradiente de concentracion
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e Tendremos una corriente por
difusion que se calcula como
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